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2025年中国第三代半导体行业发展监测及

投资战略研究报告

一、行业概述

1.1第三代半导体行业背景

(1) 第三代半导体行业作为全球半导体产业的重要发

展方向，其背景源于对传统半导体材料的性能瓶颈的突破需

求。随着信息技术的飞速发展，电子设备对半导体材料性能

的要求日益提高，传统的硅基半导体材料在功耗、速度、耐

高温等方面已无法满足新一代电子产品的需求。因此，以氮

化镓（GaN）、碳化硅（SiC）等宽禁带半导体材料为代表的

新一代半导体材料应运而生，它们具有更高的电子迁移率、

更好的热导率和更高的击穿电场等特性，为电子设备的小型

化、高效化、智能化提供了可能。

(2) 第三代半导体行业的发展受到全球范围内的高度

重视，各国政府纷纷出台政策支持其研发和应用。在我国，

第三代半导体产业被列为国家战略性新兴产业，得到了国家

层面的政策扶持。近年来，我国在第三代半导体材料、器件、

应用等方面取得了显著进展，形成了一批具有国际竞争力的

企业和产品。然而，与发达国家相比，我国第三代半导体产

业在核心技术、产业链完整性、市场占有率等方面仍存在一

定差距，需要进一步加强技术创新和产业布局。
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(3) 面对全球半导体产业的竞争态势，我国第三代半导

体行业的发展背景还体现在对国家安全和产业自主可控的

考虑。随着全球半导体产业链的复杂化，我国在半导体领域

对外依存度较高，容易受到外部环境的影响。发展第三代半

导体产业，有利于提高我国半导体产业的自主创新能力，降

低对外部技术的依赖，保障国家信息安全。同时，随着国内

市场的不断扩大，第三代半导体产业有望成为我国经济增长

的新动力。

1.2第三代半导体定义及分类

(1) 第三代半导体，顾名思义，是指继第一代硅基半导

体和第二代化合物半导体之后的第三代半导体材料。这一代

半导体主要指以氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、金刚石

（Si）、氧化锌（ZnO）等宽禁带半导体材料为代表的新型

半导体材料。这些材料具有独特的物理和化学性质，如高击

穿电场、高热导率、高电子迁移率等，使其在电力电子、光

电子和射频等领域具有广泛的应用前景。

(2) 在具体分类上，第三代半导体可以分为以下几类：

首先是按材料分类，包括氮化镓、碳化硅、金刚石、氧化锌

等；其次是按应用领域分类，如电力电子、光电子、射频等

领域；再次是按晶体结构分类，如立方氮化镓（c-GaN）、

六方氮化镓（h-GaN）、碳化硅（SiC）等。这些分类方式有

助于更清晰地了解第三代半导体的特性及其在不同领域的

应用。
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(3) 第三代半导体在技术特性上具有显著优势，如高击

穿电场使得其适用于高压应用场景，高热导率使得其在高温

环境下仍能保持良好的性能，高电子迁移率则使得其具备更

高的电子传输速度。这些特性使得第三代半导体在提高电子

设备性能、降低能耗、实现小型化等方面具有巨大潜力。此

外，随着技术的不断进步，第三代半导体的制备工艺也在不

断完善，为其在更多领域的应用奠定了基础。

1.3第三代半导体发展现状

(1) 目前，全球第三代半导体行业正处于快速发展阶段，

各主要国家和地区都在积极布局。在材料制备方面，GaN和

SiC 等宽禁带半导体材料的制备技术取得了显著进步，晶体

质量、尺寸和良率等方面均有提升。同时，随着低成本、高

性能的制备工艺的推广，这些材料的成本逐渐降低，为大规

模应用奠定了基础。

(2) 在器件制造领域，第三代半导体器件的研发和应用

也在不断拓展。GaN 功率器件在新能源汽车、工业电源、消

费电子等领域得到广泛应用，SiC 器件则在电动汽车、可再

生能源、航空航天等领域展现出巨大潜力。此外，GaN和 SiC

光电子器件在 LED照明、激光通信、数据中心等领域也取得

了显著进展。

(3)
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 第三代半导体产业链的完善程度不断提升。从上游的

材料制备到中游的器件制造，再到下游的应用市场，产业链

各环节的企业数量和规模都在扩大。全球范围内，一批具有

竞争力的企业涌现，如美国的英飞凌、意法半导体，中国的

华星光电、中车时代电气等。同时，随着国内外市场的不断

拓展，第三代半导体行业的发展前景愈发广阔。

二、市场分析

2.1市场规模及增长趋势

(1) 第三代半导体市场规模近年来呈现快速增长态势。

根据相关数据显示，2019年全球第三代半导体市场规模约为

100亿美元，预计到 2025年将突破 500亿美元，年复合增长

率达到 25%以上。这一增长速度远高于传统半导体市场，显

示出第三代半导体在市场中的巨大潜力。

(2) 市场增长主要得益于新能源汽车、5G 通信、数据

中心、物联网等新兴领域的快速发展。在这些领域，第三代

半导体材料以其高效率、高可靠性等特性，成为推动产业升

级的关键。例如，在新能源汽车领域，GaN 和 SiC 功率器件

的应用有助于提高电池效率，降低能耗；在 5G 通信领域，

第三代半导体材料能够提供更高的频率和更低的功耗，满足

高速数据传输的需求。

(3) 随着技术的不断进步和成本的降低，第三代半导体

材料的应用范围将进一步扩大。预计未来几年，全球第三代

半导体市场规模将继续保持高速增长，尤其是在中国等新兴
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市场，政策支持和市场需求的双重驱动下，市场规模有望实

现更快增长。同时，随着产业链的不断完善和竞争格局的逐

渐稳定，市场增长将更加健康和可持续。
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2.2市场竞争格局

(1) 全球第三代半导体市场竞争格局呈现出多元化特

点。目前，市场主要由美、日、欧、韩以及中国等国家和地

区的多家企业共同参与。在材料领域，美国企业如 Cree、

Navitas、Sumco等在 GaN和 SiC材料制备方面具有领先地位；

日本企业如京瓷、住友电工等在 SiC材料领域具有较强实力。

而在器件制造领域，中国企业如中车时代电气、华星光电等

在 GaN和 SiC功率器件方面取得了显著进展。

(2) 竞争格局中，国内外企业各有优势。国外企业凭借

其在技术研发、产业链布局等方面的优势，在高端市场占据

一定份额。例如，英飞凌、意法半导体等企业在汽车、工业

等高端应用领域的市场份额较高。而中国企业则凭借成本优

势和本地市场优势，在消费电子、通信等领域具有较强的竞

争力。此外，国内企业在政策支持和市场需求的双重驱动下，

正加速向高端市场迈进。

(3) 随着全球半导体产业的持续发展，市场竞争格局也

将不断演变。一方面，企业间的合作与并购不断增多，有利

于产业链的整合和技术的提升；另一方面，新兴市场如中国、

印度等地的崛起，为第三代半导体市场带来了新的增长点。

在这种背景下，企业需要不断提升自身的技术水平和市场竞

争力，以适应不断变化的市场竞争格局。

2.3市场需求分析

(1)
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 第三代半导体市场需求主要来源于电力电子、光电子

和射频等领域。在电力电子领域，随着新能源汽车、工业自

动化、新能源发电等行业的快速发展，对 GaN和 SiC等宽禁

带半导体材料的需求持续增长。例如，GaN 功率器件在电动

汽车的逆变器、充电器等部件中的应用，有助于提高能源转

换效率，降低能耗。

(2) 光电子领域对第三代半导体的需求同样旺盛。LED

照明、激光显示、光纤通信等领域对 GaN和 SiC等材料的依

赖度较高。其中，GaN 蓝光 LED 在照明领域的应用越来越广

泛，SiC 材料则因其高热导率、高击穿电场等特性，在光纤

通信、激光通信等领域具有显著优势。

(3) 射频领域对第三代半导体材料的需求也在不断增

长。随着 5G 通信、物联网、无线充电等技术的快速发展，

对高性能射频器件的需求日益增加。第三代半导体材料因其

高电子迁移率、低噪声等特性，在射频领域的应用前景广阔。

此外，随着技术的不断进步，第三代半导体材料在更多领域

的应用潜力逐渐显现，市场需求有望进一步扩大。

三、技术发展分析

3.1关键技术进展

(1)
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 第三代半导体的关键技术进展主要集中在材料制备、

器件制造和应用研发等方面。在材料制备方面，晶体生长技

术取得了显著突破，如 GaN和 SiC单晶的生长技术已经较为

成熟，晶体尺寸和良率不断提高。此外，新型材料的研发也

取得了进展，例如金刚石和氧化锌等宽禁带材料的制备技术

逐渐成熟。

(2) 器件制造方面，随着制备工艺的优化，第三代半导

体器件的性能得到了显著提升。例如，GaN 和 SiC 功率器件

的开关速度、功率密度和耐压能力均有所提高。在光电子领

域，GaN LED 的发光效率和寿命也得到了显著改善。射频领

域则实现了更高频率和更低噪声的射频器件的研发。

(3) 应用研发方面，第三代半导体材料在新能源汽车、

5G 通信、物联网、数据中心等领域的应用不断拓展。例如，

在新能源汽车领域，GaN 功率器件的应用有助于提高电池管

理系统（BMS）的效率；在 5G通信领域，第三代半导体材料

能够提供更高的频率和更低的功耗，满足高速数据传输的需

求。此外，随着技术的不断进步，第三代半导体材料在更多

领域的应用潜力逐渐显现。

3.2技术创新趋势

(1) 第三代半导体技术创新趋势之一是材料制备技术

的持续突破。随着对宽禁带半导体材料性能要求的提高，研

究人员正在探索更高效、更经济的制备方法。这包括新型晶

体生长技术的开发，如分子束外延（MBE）和化学气相沉积
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（CVD）等，以及新型材料的合成技术，如金刚石和氧化锌

等。

(2)
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 器件制造领域的创新趋势体现在提高器件性能和降低

成本上。例如，通过新型工艺技术，如金属有机化学气相沉

积（MOCVD）和氢等离子体增强化学气相沉积（PEMOCVD）等，

可以制备出具有更高击穿电压和更低导通电阻的 GaN和 SiC

功率器件。同时，通过集成技术和三维器件设计，可以进一

步优化器件性能。

(3) 在应用研发方面，技术创新趋势聚焦于拓展第三代

半导体材料的应用范围和提升其兼容性。这包括开发适用于

不同应用场景的定制化器件，以及提高第三代半导体材料与

现有电子系统的兼容性。此外，随着人工智能和大数据技术

的发展，第三代半导体在智能化和自动化领域的应用也将成

为创新的重要方向。

3.3技术挑战与解决方案

(1) 第三代半导体技术面临的挑战之一是材料的制备

成本和良率问题。宽禁带半导体材料的制备过程复杂，成本

较高，且在实际生产中良率难以保证。针对这一挑战，解决

方案包括优化制备工艺，提高生产设备的自动化和智能化水

平，以及探索替代材料或技术，以降低成本和提高生产效率。

(2) 另一个技术挑战是器件的可靠性问题。在高温、高

频等极端环境下，第三代半导体器件的可靠性成为关键。为

了克服这一挑战，研究人员正在开发新型的器件结构，如高

密度、高可靠性芯片设计，以及采用新型封装技术，如高可

靠性陶瓷封装，以提升器件的长期稳定性和耐久性。
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(3)
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 第三代半导体技术的商业化和市场推广也是一大挑战。

虽然技术上取得了显著进展，但市场接受度和供应链的建立

仍需时间。解决这一问题的策略包括加强与行业合作伙伴的

合作，共同开发市场应用，以及通过政府支持和企业投资，

加速产业链的完善和市场的培育。同时，通过教育和培训，

提高行业人员对第三代半导体技术的认识和接受度，也是推

动技术商业化的重要途径。

四、产业链分析

4.1产业链结构

(1) 第三代半导体产业链结构可以大致分为上游材料

制备、中游器件制造和下游应用市场三个主要环节。上游材

料制备环节涉及材料的研发、生产，包括单晶生长、外延生

长、材料加工等过程。中游器件制造环节包括芯片设计、晶

圆制造、封装测试等，是连接上游材料和中游制造的关键环

节。下游应用市场则涵盖了广泛应用于电力电子、光电子、

射频等领域的终端产品。

(2) 在上游材料制备环节，主要包括单晶生长、外延生

长、材料加工等环节。单晶生长技术是制备高质量单晶材料

的基础，外延生长技术则用于生长具有特定性能的薄膜。材

料加工包括切割、抛光、清洗等，以确保材料的质量和尺寸

精度。

(3)



研究报告

- 10 -

 中游器件制造环节涉及芯片设计、晶圆制造、封装测

试等环节。芯片设计是器件性能提升的关键，晶圆制造包括

光刻、蚀刻、离子注入等步骤，而封装测试则确保器件在实

际应用中的性能和可靠性。下游应用市场环节则依赖于产业

链中上游的成熟技术和产品，通过技术创新和市场推广，将

第三代半导体产品应用于更广泛的领域。

4.2产业链上下游关系

(1) 第三代半导体产业链的上下游关系紧密相连，上游

材料制备环节为下游器件制造提供基础材料，而下游应用市

场则对器件性能和成本有直接需求，进而影响上游材料的生

产和研发方向。例如，GaN 和 SiC 等宽禁带半导体材料的研

发和制备，直接推动了高性能功率器件和射频器件的发展。

(2) 在产业链中，上游材料供应商与中游器件制造商之

间存在着密切的合作关系。材料供应商需要根据器件制造商

的需求调整材料规格和性能，确保器件制造过程中的材料供

应稳定。同时，器件制造商的反馈也对材料供应商的技术创

新和产品改进具有指导意义。

(3) 产业链下游的应用市场对器件的性能、成本和可靠

性有着严格的要求，这直接影响了中游器件制造商的产品设

计和生产策略。下游市场的需求变化，如新能源汽车对功率

器件的需求增加，会促使中游制造商调整生产计划，甚至影

响上游材料供应商的生产规模和材料种类。这种上下游之间

的互动，共同推动了第三代半导体产业链的健康发展。
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4.3产业链瓶颈及解决方案

(1)
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